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【背景】 

 5d 遷移金属酸化物は、スピン軌道相互作用が約 0.5 eV と非常に大きく電子相関とも競合するた

め、新奇な電子状態が発現する舞台として注目を集めている。層状ペロブスカイト構造をもつ

Sr2IrO4 はその代表例であり、スピン軌道相互作用誘起のモット絶縁体であることが報告されてい

る[1]。近年、Sr2IrO4 に電子ドープを行うことで高温超伝導が発現することが理論的に予測され[2]、

多くのグループが実験的な実証を試みているが未だ実現に至っていない。本研究では、パルスレ

ーザー堆積法(PLD 法)によりキャリアをドープした Sr2IrO4 薄膜を作製し、金属絶縁体転移の観測

を試みたので報告する。 

【実験】 

 PLD 法により SrTiO3 (001)基板上に成長温度 800 ˚C、酸素分圧 10 mTorr で Sr2-xLaxIrO4-δ薄膜(x = 

0, 0.1, 0.2)を製膜した。薄膜成長後、基板温度を 800 ˚C に保ったまま真空引きを行い、その後 30 

˚C/min で降温した。 

 作製した薄膜上に、電子線加熱蒸着装置により

Ti/Au (10/100 nm)電極を作製し、van der Pauw 法で

輸送特性を評価した。Fig. 1 に 300 K の抵抗率で規

格化した抵抗率の温度依存性を示す。x = 0 のキャ

リアタイプが電子であることから、作製した薄膜

には酸素欠損が導入されていることを確認した。x 

= 0.1 および 0.2 の薄膜ではそれぞれ T = 255, 150 K

において金属絶縁体転移が観測された。講演では、

結晶構造や歪みの違いが輸送特性に及ぼす影響な

どについても議論する。 
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Fig. 1. Temperature dependence of normalized 
resistivity for several Sr2-xLaxIrO4-δ thin 
films (x = 0, 0.1, 0.2). The inset shows 
magnified view in linear scale. 
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